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PROBLEM TO BE SOLVED: To enhance usage efficiency of process gas under a decompressed 
atmosphere of an etching device, etc., and reduce production cost by a method wherein the process 
gas is supplied to the interior of a vacuum bath for discharging the inside and decompressing and a 
part of exhaust gas is recirculated from the exhaust side to the interior of the vacuum bath. 
SOLUTION: A nozzle incorporated into an anode electrode 103 in a vacuum bath 101 is connected to a 
gas bomb 111 being a supply source of process gas, and the exhaust side 1 05a of a turt>o-moIecule 
pump connecting with the vacuum bath 101 is connected with a dry pump 106. Further, in the 
intermediate side of a recirculation line 107 provided between the exhaust side 105a of the turbo- 
molecule pump and the vacuum bath 1 01 , a valve 1 08 and a filter 113 are disposed. A part of the 
process gas discharged by a turbo-molecuie pump 105 from inside of the vacuum bath 101 is returned 
to the vacuum bath 101 through the recirculation line 107. A ratio of this process gas recirculated is 
adjusted by the degree of opening of the valve 108. 
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Titel: Vorrichtung zur Herstellung eines Halbleiters 



Patentanspriiche : 

1. Vorrichtung zur Herstellung eines Halbleiters, mit 
einem Vakuumbehal ter (101), 

einem Evakuiermi ttel (105) zur Evakuierung des Innenraums des 
Vakuumbehal ter s (101) , 

einem Gaszuf lihrmi ttel (111) zur Einfiihrung eines 

Betr iebsgases in den Vakuumbehal ter (101) und 

einer Kreislauf rlickleitung (107), die ein Ventil (108) 

aufweist und das durch das Evakuiermittel abgezogene Gas 

teilweise von der Gasabzugsei te (105a) her wieder des 

Evakuiermittels (105) in den Vakuumbehalter (101) umlaufen 

lal2.t . 



(Anspruche 2 bis 4) 



Fig. 1: schematische Darstellung einer Ausf uhrungsf orm der 
vorliegenden Vorrichtung zur Plasmaat zung . 
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Fig. 3: 



schemat ische 
vorliegenden 
Dtinnf ilms . 



Dars tellung 
Voxr ichtung 



einer Ausf iihrungsf orm der 
zur Anlagexrung eines 



Fig. 5: schematische Darstellung einer Ausf Iihrungsf orm der 
vorliegenden Vorrichtung zur Anlagerung eines 
Diinnf ilms . 



Fig. 7: schematische Darstellung einer Ausf iihrungsf orm der 
vorliegenden Vorrichtung zur Plasmaatzung , 

Fig. 8: schematische Darstellung einer Ausf Iihrungsf orm der 
vorliegenden Vorrichtung zur Abwartsstrom ( "down 
f 1 ow " ) - At zung . 

Fig. 9: schematische Darstellung einer Ausf iihrungsf orm der 
vorliegenden Vorrichtung zur Gaszersetzungs 
-Behandlung . 



Bezugszif f ern in Fig. 1, 3, 5 und 7 bis 9: 
101 . . . Vakuumbehalter , 102 . . . Kathode, 
103 . . . Anode, 104 . . . Substrat, 

105 . . . Turbomolekularpumpe , 105a . . . Gasabzugsseite der 

Pumpe , 

106 . . . Trockenpumpe , 107 . . . Kreislauf riickleitung, 
108 ... Ventil, 109 ... Hochf requenzquelle , 

110 . . . Anpassungsschaltung, 111 . . . Gasbehalter, 

112 ... Massenf lul^kontroller , 113 ... Filter, 116 ... Ventil, 



201 . . . Induktivkopplungs-Antenne, 202 . . . 
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203 



Anpassungsschal tung , 
Hochf requenzquel le , 



301 ... /mode, 302 ... Kathode, 

303 ... Boosterpumpe , 303a ... Gasabzugsseite der Pumpe , 



801 . , . Rootspujupe, 

801a, 801b, 801c, 801d, 801e ... Trockenp\impen , 

802 ... Probentrager , 803 ... Spruhkopf, 
804 ... Mikrowellenquelle, 805 ... Hohlraum, 

806 ... Entladungskammer , 806a . . . Eingangssei te , 

807 ... Quarzrohr, 808 ... Proben behandlungskammer , 



901 
905 
908 
910 
Vent 



. . Entladungskammer, 902 . . . Kathode, 

. . Turbomolekularpumpe, 9 07 ... Kreislauf ruckleitung , 

.. Ventil, 909 ... Hochf requenzquelle , 

. . Anpassungsschltung, 911 . . . Gasbehalter, 912 . . . 
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